TE046B - MOSFET

Topico 2: Analise de pequenos sinais (Analise CA) em circuitos amplificadores contendo
1 transistor MOSFET.

Sugestao de leitura referente ao Topico 2:

Sedra, Cap. 4.6.
Sugestoes de exercicios referentes ao Tépico 2:

Enunciado II, referente ao Tépico 2: Para circuitos amplificadores contendo 1 transistor
MOSFET:
a) Obter o circuito equivalente CC.
b) Analisar o circuito equivalente CC para confirmar que o MOSFET opera no modo
saturacao e obter a corrente Ipe Vgs.
c) Calcular o valor do parametro gm= 2lp/( Vgs -V1)-
d) Obter o circuito equivalente CA.
e) Analisar o circuito equivalente CA para obter o ganho de tensao A,,=V,/Vsg.

Dados para Andlise CC:
-para MOSFET em saturagdo (ou seja, canal induzido e estrangulado), assumir Ig=0 e
Ip=0,5K(Ves-V1)’].

Para NMOS:

- canal induzido se: Vgs2V1;

- canal estrangulado se Vps=(Vgs-Vr).
- K=kn’(W/L).

Para PMOS:

- canal induzido se: Vsg2|V1l;

- canal estrangulado se Vpg=|Vl.

- K=kp’(W/L).

Sugestdo de circuitos para o enunciado I
Sedra: ao longo do Cap. 4: figuras 4.34, 4.38a, 4.43a, 4.44a, 4.45a e 4.46a; problemas no final
do Cap. 4: figuras P4.40, P4.42, P4.46 e P4.47.
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